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? Таблица 1а 
; 
о 
. Обозначение комплекта '< 
:: 

У славное обозначение Основное функциональное ) 
: Обозначение карты Обозначение схемы < конструкторской " 

микросхемы назначение 
электрической J заказа документации ) 

s ' Н5503ХМ 1-000 Г АВЛ.431260.042 Д Г АВЛ.431260.042 Г АВЛ.431260.042 33 n Тестовая ИС Т 

:J Н5503ХМ1-195 Приемопередатчик Г АВЛ.431260.195 Д Г АВЛ.431260.018 Г АВЛ.431260.195 31 � " 
< ' 

мультиплексного 

канала обмена 

Н5503ХМ 1-180 Генерация тактовой ЮШКР.430103.125 Д Г АВЛ.431260.018 ЮШКР.430103.125 31 0 
частоты 

> до 48 Мгц и � 
:0 
"" формирование 
� 
JJ ... сигналов инициализации N 
� 
� 

в мажорираванной -
l 
i 

., системе 
< 

Н5503ХМ 1-099 Анализ информации, Г АВЛ.431260.050 Д Г АВЛ.431260.018 ГАВЛ.431260.050 31 ) 
выдача выходных 
логических сигнлов 

Н5503ХМ1-086 Драйвер Г АВЛ.431260.086 Д Г АВЛ.431260.0 18 ГАВЛ.431260.086 31 ф 
мультиплексного канала 

-J 1 � 
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2 . 3  Т р е б о в а н и я  к э л е к т р и ч е с к и м  п ар а м е т р а м  и р е ж и м а м 

э к с п л у а т а ц и и  

2.3 . 1  Электрические параметры микросхем в корпусном исполнении и 

поставляемых на общей пластине при приемке и поставке должны соответствовать 

нормам, приведеинм в таблице 2 ТУ и таблице 2 Приложепия Б соответственно. 

Дополнительные электрические парметры микросхем, изготавливаемх на основе 

БМК, должны соответствовать нормам, приведеинм в карте заказа. Микросхемы 

должны выполнять функции, приведеиные в карте заказа, в режимх и условиях, 

указаннх в настоящих ТУ и карте заказа, при этом электрические параметры 

микросхем должны соответствовать нормам, установленнм в таблице 2 ТУ, 

таблице 2 Приложепия Б и в карте заказа. 

Тесты я проведения функционального контроля приведены в карте зказа. 

2.3.2 Элекрические параметры микросхем в течение минимальной 

наработки в пределх времени, равного минимальному сроку сохраняемости, 

должны соответствовать нормам, приведеинм в таблице 2. Дополнительные 

электрические параметры микросхем, изготавливаемых на основе БМК, должны 

соответствовать нормам, приведеинм в карте заказа. 

2.3.3 Электрические параметры микросхем в диапазоне рабоих температур в 

процессе и после воздействия специальных факторов должны соответствовать 

нормм, приведеинм в таблице 2 я крайних значений рабочей температуры 

окружающей среды. 

В процессе и после воздействия специальнх факторов с характеристикой 

И2 допускается временная потеря работоспособности. По истечении 50 мкс от 

начала воздействия работоспособность восстанавливается. Критериями 

работоспособности являются функционирование и соответствие нормам, 

приведеинм в таблице 2. Параметр, измеряющийся в процессе воздействия 

спецфкторов, приведен в таблице 2а. 
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Таблица 2 

Наименование параметра, 
Буквенное 

Норма Темпера-

единица измерения, 
обозначение 

не не тура 

режим измерения менее более ос 
Выходное напряжение низкого 

+25±1 0  
уровня, В при IoL = 4,0 мА UOL 0,4 

минус 60 
Выходное напряжение низкого 

уровня, В при IoL= 30 мкА 0, 1 
+85 

Выходное напряжение высокого 
+25±1 0  

уровня, В при Iон= 2,0 мА Uон 4,0 
минус 60 

Выходное напряжение высокого 

уровня, В при Iон= 30 мкА 4,4 
+85 

0, 1 5  +25±1 0  

Ток потребления, мА Icc минус 60 
0,4 +85 

Токи утечки низкого и высокого lLIL, 
0,3 +25±1 0  

минус 60 
уровней на входе, мкА lLIН 

3,0 +85 

Выходной ток низкого и 
lOZL, 

0,3 +25±1 0  

высокого уровней в состоянии минус 60 Iozн 
"Выключено", мкА 3,0 +85 

Ток доопределения внешнего 
25±1 0  

lнiR 0,03 1 минус 60 
вывода до высокого уровня, мА 

� +85 ; 
( 

: 25±10  
� Ток доопределения внешнего ) 

lLIR 0,07 2 минус 60 : 
:: вывода до низкого уровня, мА ( 

+85 Q 
::: 

2,0 +25±1 0  

i Время задержки на вентиль, не to* минус 60 
0 

3,0 .. +85 ( 

� 
= Входная емкость, пФ Cr 5 +25±10  t 

:: 

Емкость вход/выхода, пФ Cvo 5 +25±1 0  
� 
= 

Примечания: 1 Режимы t измерения электрических параметров приведены в 
: 

� 
таблице 4. а 

м 
� 

* В карте заказа могут устанавливаться другие динамические 

� � параметры с указанием метода контроля. ; 
( 

� : 

� 
) 

1. : 
:: 
( 
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� ::: 
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Таблица 2а 

Наименование параметра, 

единица измерения, 

режим измерения 

Буквенное 

обозначение 

Норма 

не не 

менее более 

Темпера-

тура, 

ос 

+25±10 

Импульсный ток потребления, мА ICCP 300 минус 60 

+85 

Лист 

2.6 Т р е б о в а н и я  п о  с т о й к о с т и  к в о з д е й с т в и ю  

с п е ц и а л ь н ы х ф а к т о р о в  

2.6. 1 Характеристики И 1 ,  С1 ,  С2 по 2У; И2 по 2У с коэффициентом 5; 

ИЗ по 2У; СЗ по 1У, К1 по 1У с коэффициентом 2, КЗ по 1 У  с коэффициентом 0,5 ; 

И8-И1 1 по 1 У в соответствии с ГОСТ В 20 39.404, И4, И5 К*9В, где К=О,О75. 

2.6.2 Максимальный уровень характеристики И2, при котором отсутствует 

потеря работоспособности - 0,02· 1 У. 

Подтверждение уровня бессбойной работы проводить по следующим критериям: 

UoL � О,З*Uсс, Uон � 0,7*Ucc IccP � 300 мА 

АЕЯР.431260.159 ТУ 
N� документа llолnись Дата 
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Таблица 3 

Наименование параметра, Норма 

обозначение параметра, единица предельно- предельный режим 

измерения допустимый режим 

не менее не более не менее не более 

Напряжение питания, Ucc, В 4.5 5 .5 минус 0.2 7.0 

Напряжение, прикладываемое к о минус UCC + 
ucc 

выходу закрытой микросхемы, В 0.4 0,4 

Входное напряжение низкого уровня, 
0,8 минус 0.4 - -

Uil, В 

Входное напряжение высокого 
Ucc - 1,0 Ucc Ucc + 0,4 

уровня, Uih, В 

Выходной ток низкого уровня, loL, мА 
4.0 8.0 

Выходной ток высокого уровня, Iон, 
2.0 8.0 

м А 

Емкость нагрузки, Cl, пФ 60* 
250 

1 50** 

s Максимальная частота срабатывания ; 
[ 
: триггера D-типа в счетном режиме, fc, 50 - -
а 
) 
: 

МГц � 
о[ 
о 

:: 
Время нарастания и спада входных 

5 20 - -

: 
тактовых сигналов, не 

0 
., 
[ 

� Примечания: 1 .  в предельном режиме допускается импульсное превышение 
= 
= напряжения входного сигнала нд напряжением питания 

:: 

(положительное) и относительно вывода "Общий" 
� 

(отрицательное) амплитудой О, 7 В длительностью не более 200 не = 
= 
: 

и скважностью не менее 5 .  1 
: 
s 
' 2. Суммарный выходной ток низкого уровня не должен превышать Q 

� 90 мА. 
� 

s 

� ; * - при температуре +25±10°С 
[ 
: � а � **  - при температуре минус 60 +85°С ) 
: 
� 

� § 
:: 

t 
= 
: 
:: 
[ 
о 

� 
� Лист 

� 
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3 К о н т р о л ь  к а ч е с т в а  

3 . 1  Т р е б о в а н и я  к о б е с п е ч е н и ю  и к о н т р о л ю  к а ч е с т в а  в 

п р о ц е с с е  п р о и з в о д с т в а  

Контроль качества микросхем по ОСТ В 1 1  0398 с дополнениями и 

уточнениями, изложеннми в настоящем разделе. 

3 . 1 . 1  Отбраковочные испытания - по ОСТ В 1 1  0398. 

Функциональный контроль при нормальнх климатических условиях, пониженной 

и повышенной рабочей температуре окружающей среды по методу, указнному в п. 

3 .3 .3 .2 ТУ. 

Допускается по согласованию с представителем заказчика проводить ЭТТ в 

форсированном режиме по РД 1 1  0755. 

Допустимый процент дефектных микросхем, подвергнутх ЭТТ, определяемый по 

результатам проверки статических парамеров в нормальных климатических 

условиях, должен быть не более 1 0%. 

� �0�r-�----,-----------------------------т�i 
.. •ъ Лит 

� � --------� ! ' �+=-:-----,---:--1 .. ' зм Лит N2 докмеПа Попись Дата 
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15 



: 
: 
; 
:{ 
о 
:: 

� .. 
; � 15 
: � Из м : 

3 . 2  П р а в и л а  п р и е м к и  

Правила приемки по ОСТ В 1 1  0398 с дополнениями и уточнениями, 

изложенными в настоящем разделе. 

3.2. 1 Испытания на стойкость к воздействию спецфакторов с характеристиками 

И8-И1 1 не проводятся, т.к. она обеспечивается конструктивно-технологическим и 

схематехническим исполнением. 

3.2.2 При испытаниях на воздействие повышенной и пониженной рабочей 

температуры среды, атмосферного понижениого давления, повышенной влажности 

воздуха (длительное", инея и росы, акустического шума, влагостойкость в 

циклическом режиме, специальных факторов, граничных испытаний, линейного 

ускорения, одиночнь� и многократнь� ударов, виброустойчивость, вибропрочность, 

безотказность и долговечность микросхемы Н5503ХМ1 распаиваются на платы в 

соответствии с рисунком 1 ,  а. микросхемы 5503ХМ1 У - с рисунком la. 

3.2.3 Допускается установка микросхем на некерамические платы без обрубки 

выводов по ост 1 1 .073.063. 

Испытание на воздействие повышенной и пониженной температуры среды, 

безотказность и долговечность допускается проводить без распайки с использованием 

контактирующих устройств, при этом выводы микросхем не формуются. 

3.2.4 При испытаниях на вибропрочность, виброустойчивость, одиночные 

удары, линейные нагрузки направления воздействия ускорения - в соответствии с 

рисунком 1 для микросхем Н5503ХМ1 и с рисунком 1 а  для микросхем 5503ХМ1 Уф 

3.2.5 При испытаниях по группам К-9, П-3 (последовательность 1), К-1 0 , П-

4 (последовательность 4", К- 1 2  (группа испытаний 2, 3 таблица 1 ,  2 по 

ОСТ В 1 1  073.0 1 3", К- 13, К- 1 4  (последовательность 2", К- 1 5, К- 1 7, П-4 

(последовательность 4" микросхемы помещают в камеру так, чтобы они не касались 

друг друга. 

Лист 
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3.2.6 При испьпаниях по группам К 1 2, К- 16, К- 1 7  микросхемы покрывают 

лаком УР-231 ТУ 6-2 1 - 1 4  или ЭП-730 ГОСТ 20824 в три слоя. 

3.2.7 Комплектование выборок по группам К-2 (последовательности 1 ,  2, 3", К-

8,  К- 1 2  (таблица 1 п.п. 6, 7 ОСТ В 1 1  073.0 1 3" проводят в отдельности от каждой 

группы типов микросхем одного (любого" типа. Оценку результатов испытаний 

относят к микросхемам соответствующей группы типов. 

3.2.8 При проведении испытаний по группе С-2 время выдержки при 

пониженной и повышенной рабочей температуре среды 1 О мин. 

3.2.9 При испытаниях по группам К-2 1 ,  К-22, К-23, К-24, К-25 контроль 

параметров и работоспособности в процессе испытаний осуществляется по схеме, 

приведеиной на рисунке 2. При испытаниях по группе К-2 1 с характеристикой И2 

осуществляется контроль импульсного тока потребления ICCP по падению 

напряжения на резисторе R МЛТ- 1 1 -2 Ом ± 1 0% в цепи ОВ. 

Контроль работоспособности и параметров микросхем производится осциллографом, 

который синхронизируется от генератора импульсов. Осциллограф подключается к 

выводам микросхемы, указанным в карте заказа, на экране осциллографа наблюдается 

форма и значение выходных напряжений. Если они соответствуют форме и значениям 

вы одных напряжений, указанным в карте заказа, микросхема считается 

работоспособной. Испытания микросхем проводят при Ucc = 5В ± 1 0%. 

3.2. 1 0  Допускается по согласованию с представителем заказчика проводить 

квалификационные испытания на этапе освоения микросхем на тестовой микросхеме 

Н5503ХМ1 -ООО, 5503ХМ1 У-ООО (таблица контроля электрических параметров, схема 

включения микросхем приведены в карте заказа Г АВЛ.431 260.042 Д, прялагаемой к 

ТУ". 

3.2. 1 1  Периодичность проведения испытаний микросхем по группам П 1 ,  П2 -

6 месяцев. 

3 .2. 12  Объем выборки по группе П2 - 20 микросхем, по группе П9 - 5 

микросхем по группе П6 - 12  микросхем с распределением количества микросхем по 

группе К 1 1п.п. 1 ,  4 (п.п. 1 ,3 Таблица 3 метода 422- 1 ОСТ 1 1 .073.0 1 3" - 2, 5, 5 шт. 

соответственно. 

� �·�---����7�-� ; - 1 5 Зам. АЕЯР.О20-20 1��� 2!.,IJ' АЕЯР.431260.159 ТУ 

Лист 1-

� � Изм Лист N� документа Подnись Дата 
17 



� � ( 
: 
Q 
u 
: 
:: (  � 

 
0 
� 
� 
= 
: : 

� 
= 
: 
: 

� 
: 
� 
м 1 

� 
. 

" � � ( j 
: � Q 
u 
: 

� 
:: ( о � 

: 
: 
:: ( о . :: 
� � = 
: � : Из м Лист 

3.3 М е т о д ы к о н т р о л я  

. Методы контроля по ОСТ В 1 1  0398 с уточнениями, изложенными в 

настоящем разделе. 

3.3 . 1  Схема включения при испытаниях на стойкость к воздействию 

специальных факторов приведена на рисунке 2. 

Схема включения микросхем при испытаниях, проводимых под 

электрической нагрузкой, электрические режимы выдержки в процессе испьпаний 

приведены на рисунке 3, 1 0ф 

Контроль работоспособности микросхем в процессе испытаний проводят на 

плате, где размещены микросхемы, без их снятия с измерительного оборудования в 

соответствии с рисунком 3, 1 О путём измерения тока потребления, значение 

которого не должно превышать 0,4мА. 

Схемы измерения электрических параметров, способы контроля 

электрических режимов измерения приведены на рисунках 4 - 9. 

3.3ф2 Параметры для всех видов испытаний, их нормы, условия, режимы и 

методы измерения этих параметров приведены в таблице 4 и в карте заказа. 

Состав параметров по каждому виду испытаний приведен в таблице 5 и в 

карте заказа. 

АЕЯР.431260.159 ТУ 
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3 . 3 . 3  И з м е р е н и е  э л е к т р и ч е с к и х  п ар а м е т р о в  

3.3 .3 . 1  Измерение выходного папряжения низкого уровня UOL и выходного 

папряжения высокого уровня Uон микросхем проводят согласно ГОСТ 1 8683 . 1  в 

режимах и условиях, указанных в таблице 4, по схеме измершя, приведеиной па 

рисунке 4 в соответствии с таблицей логической проверки работоспособности 

(ТПР", приведеиной в карте заказа. При этом проводится функциональный 

коптроль до элементарной проверки, указанпой в карте заказа, после чего 

проводится измерение UOL, Uон. 

При проверке выводов, используемых в режиме вход-выход" с третьим 

состоянием, что указвается в карте заказа, в момент измерения UoL, Uон 

проводится отключение внешних резисторов (R=1 .0к0м ±10%", включеннх 

между выводами и источником питания Ucc. 

3 .3 .3 .2 Функциональный коптроль осушествляется методом проверки 

вьmолпепия микросхемой требуемых функций при определенных входных 

комбинациях и измерения при этом па соответствующих вьmодах выходного 

папряжения низкого и высокого уровней UoL, Uон. Измерение проводится по 

методу 3 . 1  ОСТ 1 1  073 .944 в режимах и условиях, указанных в таблице 4 и в карте 

заказа, по схеме измерения, приведеиной па рисунке 9 в соответствии с таблицей· 

ПР, приведеиной в карте заказа. 

В случае использования внешних выводов в режиме "вход-выход" с третьим 

состоянием, что указывается в карте заказа, между этими вьmодами и вьmодом Ucc 

подключается резистор R = 1 .0 кОм ±10%. 

3.3ф3.3 Измерение тока потребления Icc, проводят согласно 

ОСТ 1 1  073.944 метод 4.9 в режимах и условиях, указанных в таблице 4, по схеме 

измерения, приведеиной па рисунке 5. При этом проводится функциональнй 

коптроль до элементарной проверки в таблице ТПР, указанпой в карте заказа. При 

паличии резисторов, подключенных к выводам микросхемы, резисторы 

отключаются только от выводов, паходящихся в режиме активного выхода и 

указанных в карте заказа. Затем проводится измерение тока потребления Icc. 

N� доумеа Подпись Дата 
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3.3 .3.4 Измерение токов утечки низкого и высокого уровней ILIL, lLIН по 

каждому входу проводят по ГОСТ 1 8683 . 1  в режимах и условиях, указанных в 

таблице 4 в соответствии с таблицей ТПР, приведеиной в карте заказа по схеме 

измерения, приведеиной на рисунке 6. 

3 .3 .3 .5 Измерение выходного тока низкого и высокого уровней IOZL, Iozн в 

состоянии "Выключено" при напряжениях низкого и высокого ровней проверяют 

. по ГОСТ 1 8683 . 1  в режимах и условиях, указанных в таблице 4 и таблице ТПР, 

приведеиной в карте заказа, по схеме измерения, приведеиной на рисунке 6. 

При этом проводится функциональный контроль в соответствии с таблицей 

ТПР до элементарной проверки, указанной в карте заказа. После чего производится 

измерение IozL, Iozн. При наличии на выводах резисторов, отключение резисторов 

от измеряемого вьmода производится только в момент измерения IozL, Iozн. 

3.3.3 .6 Измерение времени задержки t0 проводят по ГОСТ 1 8683 .2 в 

режимах и условиях, указанных в таблице 4, по схеме измерения, приведеиной на 

рисунке 7. 

3 .3 .3 .7 Методика контроля дополнительных динамических парметров, 

нормы и режимы измерений приведены в карте зказа. 

3 .3 .3 .8 Измерение входной емкости CI и емкости вход/выхода C!o 

проводят в режимах и условиях, указанных в таблице 4, по схеме измерения, 

приведеиной на рисунке 8 с помощью измерителя емкостей. 

При измерении входной емкости CI или емкости вход/входа CIIo 

микросхемы переключателЪ S последовательно подключается к контролируемому 

вьmоду микросхемы. Тип контролируемого вьmода (вход или вход/вход" 

указьmается в карте заказа. 

Перед измерением входной емкости CI и емкости вход/выхода C!o 

необходимо измерить паразитную емкость Сп измерительного устройства без 

микросхемы. Входная емкость подсчитьmается по формуле: 

CI= CI1- Сп ' 
где С11 - входная емкость, измеренная на измерительном устройстве с 

подключением микросхемы; 

Сп - паразитпая емкость измерительного усройства, измеренная 

без микросхемы. 

(g доумеа Подпись Дта ЕЯР.431260.159 ТУ 
Лист 

20 



с 
: 
: 

Выходная емкость подсчитывается по формуле: 

CI/o = С11/о- Сп, 

где С11/0- емкость входа/выхода, измеренная на измерительном 

устройстве с подключением микросхемы; 

Сп - паразитная емкость измерительного устройства, измеренная 

без микросхемыф 

- 3.3.4 Перед испытанием выводов на способность к пайке производится 

ускоренное старение по методу 402-1 ОСТ 1 1  073 .0 13, метод 3 . .  

Выводы микросхем должны быть облужены на всю длину выводов, включая 

зону крепления к корпусу. 

� 3.3.5 При испытании на теплостойкость при пайке испытанию 
� 

подвергаются 8 выводов одновременно с одной (любой" стороны. 

3.3.6 При испытаниях на растяжение прикладывается растягивающая сила 

2,5 Н (0,25кгс"ф Испытанию подвергают любые 4 выводаф 

3 .3 .7 При испытаниях микросхем по подтверждению допустимых уровней 

статического электричества подачу импульсов проводят на любые произвольно 

выбранные выводы всех последовательностей, указанных в таблице 3 (часть 7" 

ост 1 1  073 013 ф  

3 .3 ф8 Проверка стойкости маркировки микросхем к воздействию 

очищающих растворителей при приемо-сдаточных испытаниях 

(Сб последовательность " производится по методу 407-1 ОСТ 1 1  073 .013 .  

4 Т р а н с п о р т и р о в а н и е  и х р а н е н и е  

4 .  1 Транспортирование и хранение микросхем - по ОСТ В 1 1  0398. 

� ���--�-----------------------------------------------------------.�� :: Jlвc г 
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5 У ! а з а н и я  п о  п р и м е н е н и ю  и э ! с п л у а т а ц и и  

5.1 У!азания 

по ост в 1 1  0398. 

по применению и э!сплуатации ми!росхем 

5.2 У станавливать и извле!ать ми!росхемы из !онта!тных приспособлений, 

а та!же производить замену необходимо толь!о при от!люченных источни!ах 

питания. 

5.3 Режим и условия монтажа ми!росхем в аппаратуре - по ОСТ 1 1  073.063 

5.4 Ми!росхемы пригодны для монтажа в аппаратуре методом групповой 

пай!и при температуре не выше 265°С продолжительностью не более 5 се!. 

Ми!росхемы после демонтажа исцользовать !роме !онтроля запрещается. 

5.5 При ручной пай!е ре!омендуется начать пай!у с выводов Ucc и ОВ. 

Пай!у остальных выводов разрешается проводить в любой последовательности. 

5 . 6 Запрещается подведение !а!Их-либо эле!тричес!их сигнлов ! 

!орпусу и выводам ми!росхем, не использованным согласно эле!тричес!ой схеме 

ми!росхемы. 

5.7 При монтаже ми!росхем на плату, имеющую то!опроводящие 

дорож!и, под ми!росхемой допус!ается про!ладыватЪ изолирующий слой, 

сохраняющий изолирующие свойства в диапазоне температур от минус 60°С до 

85°С. 

5.8 Способ установ!и и демонтажа ми!росхем на платы должен 

обеспечивать отсутствие передачи усилий, деформирующих !орпус. 

- 5.9 При э!сплуатации и испытаниях, порядо! подачи напряжения 

питания и входных сигналов не регламентируется. 

5.1 О При монтаже ми!росхем на !ерамичес!ие платы допус!ается 

производить обруб!у выводов ми!росхем в соответствии с рисун!ом 1 1 . 

При монтаже ми!росхем на печатные платы ре!омендуется проводить 

формов!у выводов. 

� 

� � --------, = 
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Изм : 

-- 5.1 1 Дополнительные указания по применению и эксплуатации 

Лист 

приведены в карте заказа. 

б С п р а в о ч н ы е  д а н н ы е  

6. 1 Зависимости основных электрических параметров микросхем от 

режимов и условий эксплуатации приведены на рисунках 12- 17. 

6.2 Значение собственной резонансной частоты микросхем более 1 000 Гц. 

6ф3 Зависимости электрических параметров от уровня специальных 

факторов, а также от температуры после воздействия спец акторов приведены в 

справо;нике, выпускаемом предприятием РНИИ "Электронстандарт". 

6.4 95% ресурс микросхем 200000 часов. 
� 

6.5 Рассеиваемая мощность Ртот определяется по ормуле: 

Ртот = Рее +Реео + Рее1, 

где Рее = Iee * Uee - статическая мощность потребления 

Реео - внутренняя динамическая потребляемая мощность, 

определяемая разработчиком: 
11 

Реео = I Ucc2 * Fi * Ci, 
i=l 

где Fi - частота переключения i-го вентиля; 

Ci - емкость нагрузки i-го вентиля; 

n - количество вентилей, переключающихся с частотой Fi; 

Рее1 - мощность, выделяемая на выходных элементах и определяемая 

по формуле: 
11 

Рее1 = I Ucc2 * Fi * Ci, 
i=l 

где Fi - частота переключения i-того вывода; 

Ci - емкость нагрузки i-того вывода; 

n - количество выводов микросхемы. 

N2 документа Подnись Дата 

АЕЯР.431260.159 ТУ 
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6.6 Дополнительные справочные данные приводятся, при необходимости, в 

карте заказа. 

6.7 Гарантируется максимальная частота срабатывания триггера 

D-типа в счетном режиме 50 МГц со скважностью 2 при длительности 

времени нарастания и спада входных сигналов не более 5.0 не. 

7 Г ар а н т и и  п р е д п р и я т и я - и з г о т о в и т е л я  

7. 1 Гарантии предприятия-изготовителя - по ОСТ В 1 1  0398. 

'дополнительные гарантии предприятия-изготовителя приведены при 

необходимости в карте заказа. 

-

� 
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8 К о н т р о л ь н о - и з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы  и о б о р у д о в а н и е  

Нименование прибора Тип прибора Примечани е 

(оборудования" (оборудования" 

Источник питания липе II-20 

Система функционального Измерительная система 

парамерического контроля НР82000 

цифровых БИС 

Цифровой универсальный ЦУИП 

измерительный прибор 

Генератор импульсов ГS-48 

Весы лабораторные равноплечие ВЛР-200 

Примечние: Допускается по согласованию с представителем зказчика 

применение приборов, отличных от указанных в перечне, но 

обеспечивающих проверку требуемых парметров и зданную 

точность измерения. 

j � В карте заказа при необходимости указывается перечень : : 
Q дополнительнх конрольно-измерительнх приборов. u : :: 
� :: 

� 
� 
� 
= : :: 

� 
� : : 
j 
5 
м � 

� 
j � � � : : � Q � u : :: 

� 
� :: 

: : :: 
� 
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- 0  П е р е ч е н ь  д о к у м е н т о в ,  н а  к о т о р ы е  д а н ы  с с ы ! к и  в Т У .  

Номер ра"де!а, подрзде!а, пункта, подпункта, 
Обо"начение документа, на 

перечис!ения, при!ожения ра"рабатываемого 
который дана ссы!ка 

документа, в котором дана ссы!ка 

гост - 8683 . - -83 3 .3 .3 . - ,  3 .3 .3 .4, 3 .3 .3 .5  

гост - 8683 .2 -83 3 .3 .3 .6 

гост - 9480-89 - .2. - 

ГОСТ 20824-8 - 3 .2.5 

гост 21930-76 2.2. - 0  3 .3 .4, 5 . - - , рисунок - 

гост 23088 таб!ица 5 
, ,  

гост в 20.39.404-8 - 2.6. - 
о' 

гост в 20.39.405-84 2.2. - ,  2.2. -2  

гост в 20.57.404 таб!ица 5 

ГОСТ В 20.57.405 таб!ица 5 

ост - -  073 .063-84 5.3 

ост - -  073 .944-87 3 .3 .3 .2, 3 .3 .3 .3 .  

ост в - -  0398 2000 Вводная часть, - .2. - ,  2, 2.4. - ,  2 .5 . - ,  2.7.2, 2.8. - ,  2.9. - ,  
' 

; 
3 . - ,  3 . - . - ,  3 .2, 3 .2.2, 3 .3, 4. - ,  5 . - ,  7. - :( 

: .. 
) 
: ост в - -  073 .0- 3-83 3 .2.4, 3 .2.6, 3 .3 .4, 3 .3 .7, 3 .3 .8, таб!ица 5 : :( о :: 

РД - -  0723-89 Вводная часть, - .3 .2, при!ожение Б 

; РД - -  0755-90 3 . - . -  
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Таблица 4. :: 
� : Режим измерения Q 

Норма Выход-
� Наименование Бук- Погреш- Напря- Значение тестовой величины 

ной ток 
Емкость Темпера- Пр им е-

:j параметра, венное н ость жени е 
Входное Входное Io, не 

нагрузки, тура Пункт ТУ о 

i единица обоз- не не питания, 
более 

с ос чание 
' измерения начение % в 

напряжение напряжение 
пФ 

� менее более низкого высокого мА 
» ucc 

::1 1 уровня, UIL В ровня, UIН, В 

g 1 . 1  Входное 25± 1 0  
1 
: 1 .2 напряжение - 0,4 4,0 минус 60 3 .3 .3 . 1  1 ,  2 n 
' 

� 1 .3 ни"кого UOL ±- ,5% 85 
� 1 .4 уровня, В ±5,0 4,5 0,8 3,5 25± 1 0  » 

u - 0,1 30мкА минус 60 - ,  2, 3 

& ±5% 85 

2. 1 Входное 25± 1 0  

2 . 2  напряжение 4,0 - 2,0 минус 60 1 ,  2 

2.3 высокого Uон ±1 ,0 4,5 0,8 3,5 ±1 ,5% 85 3 .3 .3 . 1  
> 
j 2.4 уровня, В 25±10  
� � 2.5 4,4 - 30мкА минус 60 
.. Н 2 .6 ±5% 85 - ,  2, 3 
.. N 

l Ток 0, 1 5  25±10  � 
� 

3.2 потребления Icc 5,5 о 5,5 минус 60 3.3 .3 .3 - ,  2 .. - ±5 I 0,4 С 
� 3.3 м А 85 
< 

4. 1 Ток утеки ILIН 0,3 25± 1 0  

4.2высокого уров- ILIL - ±5 5,5 о 5,5 минус 60 3.3 .3 .4 - ,  2 

4.3 ня и ток утеч- 3 85 

ки ни"кого уровня 

на входе, мкА 

N � � 0 Q 
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Продолжение таблицы 4. :: 

� 
: 
) 
, 

Норма 
: Наименование Бук- Погреш-
� параметра, венное н ость о 
' 

< единица 
:: 

обоз- не не 
> % с измерения начение 

более , менее 
0 

:1 
5 . -  Выхоцной ток _ о 

� 
� 
: 

5.2 высокого оzн ±5 ) 
-

1 5.3 и низкого ozL - J 
j 
0 VQOBHЯ в состоя-

нии Выключено , 

, кА 

6. - И,пульсный 

ток потыебления  kcr - 300 ±20 

, А 
> 

7. 1 Вые,я 2 ±5% � 
� 

-

С 7.2 зацеыжки на 1: - +0,5нс 
� � 7.3 вентиль, не 3 ... N 

8. - Выхоцное 1 
? 
... 8.2 напыяжение м ±5 ll � 
� 8.3 низкого UoL -
� УQОВНЯ ПQИ 

вкуиональ-

НОМ КОНТQОЛе  В 

�� , �  0 i 
, 

- ---

Подпись и дата 

Режим измерения 

Нап- Значение тестовой величины 
ряжение 

Входное Входное 
питания, напряжение напряжение 

в низкого высокого 
ucc уровня, UIL В уровня, UIН, В 

� Q � 

.Q Q .Q 

.Q Q .Q 

� � 

м 

� .Q 

Выход-
ной ток 

Емкость 
нагрузки, 

Io, не 
С, более 
пФ 

мА 

60 

- 50 

60 

1 50 

Темпера-
тура 

ос 

25+ - 0  

,инус 60 

85 

25+ - 0  

,инус 60 

85 

25+10  

,инус 60 

85 

25+1 0  

,инус 60 

85 

Пункт ТУ 
Пр им е-

чан и е 

3 .3 .3 .5 и 

3.2.8 и 

3.3.3 .6 и 

3.3 .3 .2 и 
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Продолжение таблицы 4. 

Режим измерения 
Норма Выход-

Наименование Бук- Погреш- Нап- Значение тестовой величины 
ной ток 

параметра, венное н ость ряжение 
Входное Входное Io, не 

обоз-единица не не питания, 
более напряжение напряжение 

измерения начение % в 
более мА менее низкого высокого 

ucc 
уровня, UIL В уровня, UIН, В 

9.1 Выхоцное d Л 
9.2 напряжение . - ±15 м 
9.3 высокого Uон � Q 

ровня при 

нкцианаль 

ном контроле, В 

10. 1 Вхоцная Ci - 2 ±20 

емкость, пФ 

1 1 . 1  Ёмкость Ci/o - 5 ±20 -

вхоц/выхоца, пФ 

Примечани е: 1 Погрешность установки питающего напряжения должна быть не хуже ±1 % . 

Емкость 
нагруз-

ки, С 
пФ 

60 

1 50 

Темпера-
тура 

ос 

25+1 0  

минус 60 

85 

25± 1 0  

25+10  

Пункт ТУ Примечанне 

3.3 .3 .2 и 

3 .3 .3 .8  

3 .3 .3 .8  

2 Погрешность установки уровней значений тестовых величин (UIL, UIН) должна быть не хуже ±70мВ. При 

формировании входных напряжений низкого и высокого уровней допускаются отклонения \UI � 100 мВ 

длительностью не более 50 не. 

3 Параметр контролируется по группе К-2 по тестовым микросхемам Н5503ХМ1 -ООО 

* Дополнительные динамические параметры приводятся в карте заказа. 
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Продолжение таблицы 5 .  

Группа 
испы
тания 

Вид и последовательность 
испытания 

Порядковые номера параметров в соответствии с 
таблицей 4 

К-3 

(П-9) 

К-4 

С-4 

(П-7) 

К-5 

(С-5) 

1 Испытание на чувствительность к разряду 

перед 
испытанием 

1 . 1 ;  2. 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  

статического электричества 

1 
5 . 1 ;  8 . 1 ;  9. 1 

(2) Проверка на подтверждение допустимых 1 . 1 ;  2 . 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  

уровней статического электричества 

2 ( 1 ,  3) Проверка статических парметров 

при нормальных климатических условиях 

1 Проверка габаритнх, устновонх и 

присоединительнх размеров 

2 ( 1 )  Конроль содержания паров воды 

внутри корпуса 

1 ( 1 )  Испытание на способность к пайке 

2 Испытание на теплостойкость при пайке 

3 (2) Проверка внешнего вида 

5 . 1 ;  8 . 1 ;  9 . 1  

внешний вид 

выводов 

1 . 1 ;  2. 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  

5 . 1 ;  7. 1 *; 8 . 1 ;  9. 1 

в процессе 
испытания 

1 . 1 ;  2 . 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  

5 . 1 ;  8 . 1 ;  9. 1 

по чертежу 

У80.073 .258 гч 

содержние паров 

по образцам 

внешнего вида и 

описанию 

бКО .34 7 .273Д2 

после испытния 

1 . 1 ;  2 . 1 ;  3 . 1 ;  4 . 1 ;  

5 . 1 ;  8 . 1 ;  9 . 1 

1 . 1 ;  2 . 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  

5 . 1 ;  8 . 1 ;  9. 1 

внешний вид 

вьmодов 

1 . 1 ;  2 . 1 ;  3 . 1 ;  4 . 1 ;  

5 . 1 ;  7. 1 ;  8 . 1 ;  9 . 1  * 

Метод 
испытания 
по ост 1 1  

073 .0 1 3  

502-1 а  

502-1 б  

500-1 

404-1 

222-1 или 

222-2 или 

222-3 

402- 1 

403- 1 

405- 1 .3 

Примечанне 

метод 502- 1 б 

для 

группы П-9 
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n Продолжение таблицы 5 .  � : 

Порядковые номера параметров в соответствии с таблицей 4 Метод � Группа 
� испы- Вид и последовательность испытания 1 Пр им е-
� испытания перед испытанием 

в процессе 
после испытания по ост 1 1  чание о тания 

i 
испытния 

073.0 1 3  
� 

К-6 1 ( 1 )  Испытание выводов на воз- внешний вид выводов 1 09-1 J - -
o 

� действие растягивающей силы 
о 
� 2 (2) Испытание гибких ленточных 1 1 1 внешний вид выводов 1 1 10-3 = 
: 
) 

выводов на изгиб ' 

� 
(П-8) 4 (5) Испытание на герметичность 1 1 l оценка герметичности l 401 -8 � - показатель 

o 

герметичности 

( 4) Испытание на теплостойкость при 1 . 1 ;  2 . 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  - 1 . 1 ;  2 . 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  5 . 1 ;  1 403-1 

пйке 5 . 1 ;  8 . 1 ;  9. 1 8 . 1 ;  9 . 1 

5 Испытание на воздействие - - по образцм внешнего 4 1 1 - 1  

> очищающих растворителей вида и описанию 4 1 1 -2 
!j 

бКО.347.273Д2 4 1 1 -3 � 
� 
� 1 . 1 ;  2. 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  5 . 1  
н 
" 

К-7 ( 1)  Проверка качества маркировки 407- 1 � - - оценка маркировки 
� 
? (С-6) 1 (2) Внутренний визуальный контроль - - - 405- 1 . 1  " 
t 
С 2 (3) Конроль проности сварного -
3 

- - 1 09-4 

< соединения 

3 Испытание соединения кристалл- 1 - 1 - 1 - 1 1 1 5- 1 

подложка на сдвиг 

wj� 
� � 







Инв. N� подл Подпись и дата Взаим. инв. N� Инв. N� дубл. Подпись и дата 

/r/Y7 < 
�. ':o'I 

:: -w v. Продолжение таблицы 5 : � w Гр:ппа Вид и последовательность Порядковые номера параметров в соответствии с таблицей 4 Метод Пр им е-: > 
Q : 

испы- испытания испытания чание 
О ; тания перед испытанием 

в процессе 
после испытания по ост 1 1  ] :, 0 испытания 

073 .0 1 3  о "" " о < : N К-1 9  1 ( 1 )  Определение теплового сопротивления - - - 4 14- 1 3 ,  ; ? :: N 
(П-6) 9 Испытание по определению резонансной 1 00- 1 , :: - - -> "" 

99 1 - 1  � �� частоты 
:,  
: 3 Испытание по определению точки росы 1 . 1 �  9. 1 �  3 . 1 �  4. 1 �  Контроль работо- 1 . 1 �  9 . 1 �  3 . 1 �  4. 1 �  499- 1 ) Т 
:J � 

5 . 1 �7. 1 * �  8. 1 �  9. 1 способности 5 . 1 �7. 1 * � 8 . 1 �  9. 1 (таблица 1 )  
j по Рис.3 > > 

4 (9) Определение запасов :стойчивости к 
воздействию механических, в соответствии с 499-1 
тепловых и электрических нагр:зок таблицей 5а, 56 (таблиЦа 3) 
(граничные испытания) 

К- 13  1 Испытание на хранение при повышенной 1 . 1 ;  9. 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  - 1 . 1 ;  9. 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  5 . 1 ;  90 1 - 1 . 1  1 000 ч. при 
> температ:ре 5 . 1 ;7. 1 * ;  8. 1 ;  9. 1 7. 1 * ;  8 . 1 ;  9. 1 Т=195°С 
j 

К- 14 1 Проверка массы микросхемы 406- 1 � - масса -
� 9 Испытание на воздействие атмосферного 1 . 1 ; 9. 1 ; 3 . 1 ; 4. 1 ;  - 1 . 1 ;  9 . 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  5 . 1 ;  9 1 0- 1  . 
J повышенного давления 5 . 1 ; 7. 1 * �  8. 1 ;  9. 1 7. 1 * ;  8. 1 ;  9. 1 ... 
N 3 Испытание на воздействие атмосферного 1 . 1 ;  9. 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  контроль рабо- 1 . 1 ;  9 . 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  5 . 1 ;  909- 1 \ 
? понижениого давления 5 . 1 ;  7. 1 * ;  8. 1 ;  9. 1 тоепособиости 7. 1 * ;  8. 1 ;  9 . 1  ... 
l 4 Контроль внешнего вида Внешний вид по 405- 1 .3 ; -
3 образцам внешнего 
< 

вида и описанию 
6КО.З4 7 .27ЗД2, 

Г АВЛ.43 1 260.460 Д2 
\ К- 1 5  1 Испытание на воздействие плесневых 1 . 1 ;  9. 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  - 1 . 1 ;  9. 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  5 . 1 ;  9 14- 1 

® грибов 5 . 1 ;  7. 1 * ;  8. 1 ;  9. 1 7. 1 * ;  8. 1 ;  9. 1 
внешний вид 

К- 16  1 Испытание на воздействие инея и росы 1 . 1 ;  9. 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  контроль рабо- 1 .1 ;  9. 1 ;  И . 1 ;  4. 1 ;  5 . 1 ;  906- 1 с покрыти-
5 . 1 ;  7. 1 * ;  8. 1 ;  9. 1 тоепособиости 7. 1 * ;  8. 1 ;  9. 1 ем лаком 

vJ � � внешний вид 
.J i , ------- -- -



Инв. NQ подл Подпись и дата Взм. инв. NQ Инв. NQ дубл. 

J/1� 
:: ' 
:: 
:. : 
Q 

� 
: о 

� > 
i ' 

:1 о : < : ) ' 
� 
� ' 

> 
j 
� 
� 
.. 
� "' 
N 
" 
? "' 
l 
Q 
3 
< 

w l ! 0 Q 

м. ' ( J о ' 0. r 7. 

Продолжение таблицы 5 .  

Гр:ппа 
Вид и последовательность испы-

испытания тания 

К-1 7  1 Испытание на воздействие соляного 

т:мана 

К-1 8  1 Испытание на воздействие 

ак:стического ш:ма 

К-1 9  1 Испытание на пожарн:ю безопасность 

К-21 1 Испытание на стойкость к воздействию 

спецфакторов с характеристиками И2, ИЗ 

2 Испытание на стойкость к воздействию 

спецфакторов с характеристикой И 1  

3 Проверка электрических параметров и 

ф:нкциональный контроль при: 

- нормальных климатических :словиях; 

- пониженной рабочей температ:ре среды; 

- повышенной рабочей температ:ре среды. 

Подпись и дата 

Порядковые номера параметров в соответствии с таблицей 4 Метод 
испьпания Приме-

в процессе 
перед испьпанием после испытания по ост 1 1  чание 

испытания 
07И.0 1 И  

- - внешний вид 2 1 5- 1  с 

микросхем покрьпи-

ем лаком 

1 . 1 ;  2. 1 ;  И . 1 ;  4. 1 ;  контроль рабо- 1 . 1 ;  2 . 1 ;  И . 1 ;  4. 1 ;  1 08- 1  

5 . 1 ;  7. 1 * ;  8 . 1 ;  9. 1 тоепособиости 5 . 1 ;  7. 1 * ;  8 . 1 ;  9. 1 

- - - 6 

1 . 1 ;  2. 1 ;  И . 1 ; 4. 1 ;  5 . 1 ;  6. 1 ;  8 .И; 9.И 1 .И ;  2.И гост в 

7. 1 * ;  8 . 1 ;  9. 1 контроль рабо- контроль рабо- 20.57.405 

тоепособиости тоепособиости 

1 .И ;  2.И 6. 1 ;  8.И; 9.И 1 .И ;  2.И гост в 

контроль рабо- контроль рабо- контроль рабо- 20.57 .405 

тоепособиости тоепособиости тоепособиости 

- 1 . 1 ;  2. 1 ;  4. 1 ;  5 . 1 ;  - 500- 1  

7.И*; 8 .И; 9.И 500-7 
- 1 .2; 2.2; 4.2; 5.2; - 20И- 1  

7.2* ; 8.2; 9.2 

- 1 .И ;  2.И; 4.И; 5 .И ;  - 201 -2 . 1  

7.И*; 8 .И;  9.И 

-
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Продолжение таблицы 5 .  

Группа 
испы
тния 

Вид и последовательность 
испытания 

Порядковые номера парамеров в соответствиИ с таблицей 4 

К-22 

перед испытнием 

1 Испьпание на стойкость к воздействию 1 1 . 1 ;  2. 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  

спецфакторов с харктеристиками С 1  и С3 5. 1 ;  7. 1 *; 8 . 1 ;  9. 1 

2 Проверка элекрических парметров и 

функциональнй контроль при: 

- нормальнх климатических условиях; 

- пониженной рабочей температуре среды; 

- повьппенной рабочей температуре среды. · -

К -23 1 1 Испытание на стойкость к воздействию 1 1 . 1 ;  2 . 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  

спецфакторов с характеристикой К1  5 . 1 ;  7 . 1  *; 8. 1 ;  9. 1 

2 Проверка электрических параметров и 

функциональнй контроль при: 

- нормальнх климатических условиях; 

- пониженной рабочей температре среды; 

- повышенной рабочей температуре среды. 

1 1 
в процессе 
испьпания 

8.3;  9.3 

конроль рабо

тоспособности 

1 . 1 ;  2. 1 ;  4. 1 ;  5 . 1 ;  

7.3* 

1 .2; 2.2; 4.2; 5.2; 

7.2*; 8.2; 9.2 

1 .3 ;  2.3;  4.3; 5 .3;  

7.3*; 8.3;  9.3 

8 .3;  9.3 

контроль рабо

тоспособности 

1 . 1 ;  2. 1 ;  4. 1 ;  5 . 1 ;  

6. 1 ;  7. 1 *; 8. 1 ;  9. 1 

1 .2; 2.2; 4.2; 5.2; 

7.2*; 8.2; 9.2 

1 .3 ;  2 .3;  4.3 ; 5 .3 ;  

7 .3*;  8.3;  9 .3 

после испьпания 

Метод 
испьпания 
по ост 1 1  

073.0 1 3  
гост в 

20.57.405 

500- 1 

203- 1 

201 -2 . 1  

гост в 

20.57.405 

500-1 

500-7 

203- 1  

201-2. 1 

Приме
чанне 
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Продолжение таблицы 5 .  :: 

: : ) , ПJядковые номера параметров в соответствии с таблицей 4 Метод 
� Гр:ппа Вид и последовательность испытания Приме-
� в процессе о испы- испытания перед испьпанием после испытания по ост 1 1  чание � < испытания :: 073.01 3  . тания 
j К-94 1 Испьпание на стойкость к воздействию 1 З 1 ;  9. 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  8.3; 9.3 1 .3 ;  9.3; 4.3; 5.3; гост в " 

::1 спецфакторов с характеристикой К3 5 . 1 ;  7 . 1 * ;  8 . 1 ;  9. 1 конроль рабо- 7.3* ;  8 .3 ;  9.3 90.57.405 
g тоепособиости :1 : 

К-95 1 Испытание на стойкость к воздействию 1 . 1 ;  9. 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  1 . 1 ;  9 . 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  гост в ) -' 
:j спторов с характеристиками И4, И5 5 . 1 ; 7.1 * ;  8. 1 ;  9. 1 5 З 1 ;  7. 1 * ; 8 . 1 ;  9. 1 90.57.405 
1 К-97 1 Испытание на стойкость к воздействию - - - ГОСТ В 6 " 

специальных факторов с характеристикми 90.57.405 
И8, И9, И 1 0, И1 1 

Сх 1 Испытание на сохраняемость 1 . 1 ;  9 . 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  1 . 1 ;  9 . 1 ;  3 . 1 ; 4 . 1 ; 1 . 1 ; 9 . 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  гост в 
5 . 1 ;  7 . 1  * ;  8. 1 ;  9 . 1  5 . 1 ;  7. 1 * ;  8 . 1 ;  9. 1 5 . 1 ; 7. 1 *; 8 . 1 ;9. 1 90.57.404 

Примечание: 1 Метод применяют при периодических испьпаниях. 

> 9 Метод применяют при приемо-сдаточных испытанияхЗ 
j 

3 1 00 циклов от мин:с 60°С до 1 50°С. � 
� 

4 Доп:скается проводить исппания на повышенн:ю влажность возд:ха по метод: 907-9 по схеме .. 
w .. включения рисЗ 1 О с Проверкой работоспособности методом измерения тока потребления в цепи 
N 
� - питания по окончании испьпания не позднее 1 5  мин. с момента извлечения микросхем из камеры в 
� .. нормальных климатических :словиях . 
l 
С 
� 

5 Парамеры 4.9; 5.9 контролир:ются по р:ппе К-9 на тестовой миросхеме Н5503ХМ1 -ООО 

� 6 Испьпания не проводят. 

--7 Доп:скается проводить испытания по метоу 901 - 1 . 1  ОСТ 1 1 .073 .013 (без элекрической нагр:зки) 
при повышенной температ:ре среды на 1 5  ос выше повышенной рабочей температ:ры среды с 

- временем выдержки микросхем в камере тепла не менее 1 О мин. 

8 Доп:скается проводить испытание микросхем по гр:ппе П9 (безотказность) в форсированном 
режиме при температ:ре + 1 1  О ос в течении 970 часов. 

* Дополнительные динамические парметры :казаны в карте заказа (при необходимости). 

� t:; 
о � __ - - -- -- -
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Таблица 5а 

Гр:ппа 
Вид и последовательность испы-

тания испытания 

К-19  1 Испытание на воздействие теплового 

:дара 

2 спытание на воздействие изменения 

температ:ры среды 

3 Испытание на воздействие одиночных 

:даров 

4 Определение предельной повышенной 

температ:ры среды (без воздействия 

электрической нагр:зки) 

5 Определение (подтверждение) 

значений предельных электрических 

режимов 

\ 

@ 

Подпись и дата 

Метод П:нкт 
Порядковые номера параметров в соответствии с 

испытания метода 499-
таблицей 4 Пр им е-1 по 

чание перед в процессе 
после испытания ост 1 1  073 .0 1 3  испытанием испытания 

1 З 1 ;  9. 1 ;  3 З 1 ;  4. 1 ;  - 1 . 1 ;  9 . 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  905-3 5 . 1  1 ,  9 

5 З 1 ;  7З 1 * ;  8 З 1 ;  9. 1 5 . 1 ;  7. 1 * ;  8 З 1 ;  9. 1 

1 . 1 ;  9 . 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  - 1 . 1 ;  9. 1 ;  3 . 1 ; 4. 1 ;  905 - 1  5 З9 1 , 9 ,  3 

5 . 1 ;  7. 1 * ;  8 . 1 ;  9. 1 5 . 1 ; 7. 1 * ;  8 З 1 ;  9. 1 

1 . 1 ;  9 З 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  - 1 . 1 ;  9. 1 ;  3 З 1 ; 4. 1 ;  1 06- 1 5 .3  1 ,  9 

5 . 1 ;  7. 1 * ;  8 . 1 ;  9. 1 5 . 1 ;  7З 1 * ;  8 З 1 ;  9. 1 

1 . 1 ;  9. 1 ;  3 . 1 ;  4З 1 ;  - 1 . 1 ;  9 З 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  90 1 - 1 . 1  или 5 .4 1 

5 . 1 ;  7. 1 * ;  8 З 1 ;  9. 1 5 . 1 ;  7. 1 * ;  8. 1 ;  9. 1 90 1 - 1 .9 

1 . 1 ;  9. 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  1 З3 ;  9.3 ; 4.3; 5 .3 ;  - 700- 1 5 З5 1 ,  9, 4 

5 . 1 ;  7. 1 * ;  8. 1 ;  9. 1 7.3 * ;  8 .3 ;  9З3 
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Продолжение таблицы 5а 

Гр:ппа 
испы
тания 

Вид и последовательность 
испытания 

6 Определение (подтверждение) 
предельных электрических режимов 
при комбинированном воздействии 
электрической нагр:зки и 
температ:ры 

Порядковые номера параметров в соответствии с 
таблицей 4 

перед 
испытанием 

1 . 1 ;  9. 1 ;  3 . 1 ;  4З 1 ;  
5 . 1 ;  7. 1 * ;  8. 1 ;  9. 1 

в процессе 
испытания 

после испытания 

1 . 1 ;9 З 1 ;3 . 1 ;4. 1 ;5 . 1 ;  
7 З 1  * ;8 . 1 ;9 . 1  

Метод 
испытания 

по 

П:нкт 
метода 
499-1 

ост 1 1  073 .0 1 3  

5 .6 

Приме
чанне 

5 

Примечания: 1 Испытания проводятся по п:нкт: 9. 1 З9 метода 499-1 ОСТ 1 1  073 .01 3 .  
9 Испытания проводятся по п:нкт: 9 З 1 .3 метода 499-1  ОСТ 1 1  073 .О 1 3 .  

\ 

® 

3 
4 

5 

* 

Время выдержки при пониженной и повышенной температ:ре среды не менее 1 О минЗ 
Контроль параметров в нормальных климатических :словиях после испытаний проводится только после 
последней ст:пени элекрической нагр:зкиЗ 
Температ:ра безопасной нагр:зки 140°С. Ст:пень :величения температ:ры 1 5°С 

Дополнительные динамические параметры :казаны в карте заказа. 
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Таблица 56 

Гр:ппа 
испы
тания 

Вид испытания 

Порядковые номера параметров в соответствии с 
таблицей 4 

перед испытанием 
в процессе 
испытания 

после испытания 

П-6 1 1  Испытания на воздействие одиночных 1 1 . 1 ;  9. 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  1 . 1 ;  9 . 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  

5 . 1 ; 7 . 1  * ;  8 . 1 ;  9 . 1  :даров 5 . 1 ; 7 . 1 * ;  8 . 1 ; 9. 1 

3 Подтверждение значений предельных 1 1 . 1 ;  9. 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  1 . 1 ;  9 . 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  1 . 1 ;  9 . 1 ;  3 . 1 ;  4. 1 ;  

режимов при комбинированном 

воздействии электрической нагр:зки 

и температ:ры 

5 . 1 ;  7 . 1  * ;  8 . 1 ;  9. 1 1 5 З 1 ;  7. 1 * ;  8. 1 ;  9. 1 1 5 . 1 ;  7. 1 * ;  8. 1 ;  . 1  

Примечания: 1 начение безопасной нагр:зки 3000 g. 

9 Температ:ра безопасной нагр:зки 140°С. Ст:пень :величения температ:ры l 5°C. 

* Дополнительные динамические параметры :казаны в карте заказа. 

® 

Метод 
испытания 

по 

П:нкт 
метода 
499-1  

ост 1 1  073 .0 1 3  

1 06- 1  5 .3 

5 .6 7 

Приме
чанне 

1 

9 
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Припой ПтРl О  

С 6 1  

гост 21930 

Xl 

1 

Направление воздействий ускорений: 

одиночные удары - Xl, Yl, Zl; 

У2 

Х2 

Z2 

вибропроность и виброустойчивость - Xl,X2,Yl,Y2,Zl, Z2; 

линейные ускорения - Yl 

Рисунок 1 - Пример установки микросхемы Н5503ХМ1 на плату 

и направления воздействия механических нагрузок 
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Припой ПтКРl О  

Направление воздействий ускорений: 

одиночные удары - X l ,  Yl , Z l ;  

1 У2 

1 

вибропрочность и виброустойчивость - X l ,X2,Yl ,Y2,Zl ,  Z2; 

линейные ускорения - Yl 

Рисунок la  - Пример установки микросхемы 5503ХМ1 У на плату 

и направления воздействия механических нагрузок 

� � -----....��....--'----1 
; .. 1 5 Нов. АЕЯР.о20-20 1 4 АЕЯР.431260.159 ТУ 
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Инв . N2 nодл 1 П{nись и дата 1 Взаим. инв . NQ 1 Инв . NQ дубл. 

# 1 V7 :C- 2, .t г 
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> 
м 
� 
j 
� 
н 
. 
N 
. 
� 
. 
l 
С 
3 
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1 

1 - генератор импульсов 

2 - коммутатор входов 

3 - испытуемая микросхема 

2 

Подпись и дата 

Lcc 

3 

Ucc 4 
5 

--

�GND 

i. s 
R 

1 1 " 2 �-----
S - переключатель находится в 

положении 2 только при испытании по 

руппе К-21 (фактор И2) 

4 - коммутатор выходов 

5 - осциллограф 

R - резистор МЛТ- 1 -2 Ом±1 0% 

Контакт Ucc микросхемы соответствует выводу 28 микросхемы Н5503ХМ1 и выводу 1 микросхемы 5503ХМ1 У; 

Контакт GND микросхемы соответствует выводу 14 микросхемы Н5503ХМ1 и выводу 15 микросхемы 5503ХМ1У. 

® Рисунок 2 - Схема включения микросхем Н5503ХМ 1 ,  5503ХМ1 У при испытаниях на воздействие спецфакторов 

. 1 :, 1 : � 







• 

Ucc 

о 

1 --- Ucc 

-�GND 

1 - формирователь входных кодов 

2 - проверяемая микросхема 

3 - коммутатор выходов 

4 - генератор тока 

5 - .измеритель напряжения 

2 

3 
4 

5 

Контакт Ucc микросхемы соответствует выводу 28 микросхемы Н5503ХМ1 и выводу 1 

микросхемы 5503ХМ1 У; 

Контакт GND микросхемы соответствует выводу 14 микросхемы Н5503ХМ1 и выводу 

1 5  микросхемы 5503ХМ1 У. 

� � Изм 

Рисунок 4 - Схема измерения выходного напряжения высокого уровня, 

Uон и выходного напряжения низкого уровня, UoL микросхем Н5503ХМ1 ,  

5503ХМ1У 
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Ucc 
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1 - измеритель тока 

1 

2 

2 - формирователь входных кодов 

3 - проверяемая микросхема 

3 

----t Ucc 

---1 GND 

Контакт Ucc микросхемы соответствует выводу 28 микросхемы Н5503ХМ1 и выводу 1 

микросхемы 5503ХМ 1  У; 

Контакт GND микросхемы соответствует выводу 14 микросхемы Н5503ХМ1 и выводу 

1 5  микросхемы 5503ХМ1У. 

Зам. АЕЯ Р.О20-20 1� 

Рисунок 5 - Схема измерения тока потребления, Icc 

микросхем Н5503ХМ 1 ,  5503ХМ1 У 
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1 

----2 

--

1 - измеритель тока 

J 

4 Ucc-- Ucc 

5 

·---------------------, 

! ! 
i 

1 : : GND : 
! 1 ! 
! 1 
! i i ! : ! 
1 i 
L---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_j 

2 - источник напряжения 

3 - формирователь входного напряжения 

4 - коммутатор проверяемых выводов 

5 - проверяемая микросхема 

Контакт Ucc микросхемы соответствует выводу 28 микросхемы Н5503ХМ1 и выводу 1 

микросхемы 5503ХМ 1 У; 

Контакт GND микросхемы соответствует выводу 14 микросхемы Н5503ХМ1 и выводу 

1 5  микросхемы 5503ХМ1У. 

Рисунок 6 - Сх�ма измерения токов утечки низкого и высокого уровней 

на входе (втекающие) ILiн , (вытекающие) ILIL и выходного тока низкого lozL и 

высокого lozн уровней в состоянии "Выключено" микросхем Н5503ХМ1 ,  

5503ХМ 1 У  
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:� � -1 5
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Ucc 

3 

2 ---1 GND 

1 -формирователь входного напряжения 

2 - генератор входных импульсов 

3 - проверяемая микросхема 

4 - измеритель временных интервалов 

4 

CL = 60пФ±20% - эквивалент нагрузки с учетом паразитных емкостей 

Контакт Ucc микросхемы соответствует выводу 28 микросхемы Н5503ХМ1 и выводу 1 

микросхемы 5503ХМ1 У; 

Контакт GND микросхемы соответствует выводу 14 микросхемы Н5503ХМ1 и выводу 

1 5  микросхемы 5503XMIY. 

Рисунок 7 - Схема измерения времени задержки, td 

микросхем Н5503ХМ1 ,  5503XMIY 
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: :: 
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� � --+-J=-:-..,----�----1 i .. 1 5  Зам. АЕЯР.О20-20 1 4.-� . 2!,J 
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2(3) 
3(4) 

1 5( 16) 
1 6( 1 7) 
1 7(18) 

27(28) 
14( 15) 

1 28( 1 )  
GND 

�
------��� Ucc 

1 - измеритель емкости 

2 - проверяемая микросхема 

S - переключателЪ 

2 

Контакт Ucc микросхемы соответствует выводу 28 микросхемы Н5503ХМ1 и выводу 1 

микросхемы 5503ХМ1 У; 

Контакт GND микросхемы соответствует выводу 14 микросхемы Н5503ХМ1 и выводу 

; 0 
� 
� 

1 5  микросхемы 5503ХМ 1 У. 

Нумерация выводов в скобках приведена для микросхем 5503ХМ1 У. 

= : :: Рисунок 8 - Схема измерения входной емкости CI и емкости входа/выхода 

� CI/o микросхем Н5503ХМ 1 ,  5503ХМ1 У 
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1 5  

Ucc 

о 

2 

1 - Ucc 

-�GND 

1 - коммутатор входных воздействий 

2 - проверяемая микросхема 

3 - коммутатор выходов 

4 - измеритель напряжения 

5 - генератор тока 

3 
4 

5 

-

Контакт Ucc микросхемы соответствует выводу 28 микросхемы Н5503ХМ1 и выводу 1 

микросхемы 5503ХМ1У; 

Контакт GND микросхемы соответствует выводу 1 4  микросхемы Н5503ХМ 1 и выводу 

1 5  микросхемы 5503ХМ1У. 

Рисунок 9 - Схема измерения выходного напряжения высокого уровня, Uон 

и выходного напряжения низкого уровня, UOL при функционаьном контроле 

микросхем Н5503ХМ1 ,  5503ХМ1 У 

® 
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е . 
Зам. АЕЯР.О20-2014  
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S Рисунок 1 1  - Рекомендуемые рзмеры обрубки выводов микросхем Н5503М1 
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ICC( t=25, 0С) 
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� :: Рисунок 1 2- Зависимость нормализовнного тока поребления =cc 

: 
от температуры окружющей среды при UccӜ5,5B 
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Icc 

=ccUcc=5,5B) 
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� :: Рисунок 1 3  - Зависимость нормализованного тока поребления =cc 

от напряжения питания Ucc при Т=25>С 
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Uон,В 
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4,2 

t = -60>С 

t = 25>С 

t = 85>С 

-
------------�Iон,мА 

о 0,5 1 ,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Рисунок 1 4  - Зависимость выходного напряжения высокого уровня от тока нагрузки при 

Ucc=4,5B 
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Рисунок 1 5  - Зависимость входного напряжения низкого уровня 
от тока нагрузки при Ucc=4,5B 

=јL,мA 

1 � �т-��-------т-��------------------------��i 
.. - Лит 
� � -�--------; 
� � hз�м�Л�ит��!-2 -до_м _ е_r_а+'П�о-п-и-сь+'Д-ата; 58 ЕЯР.431260.159 ТУ 



td 
td(VCC=5B) 
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Рисунок 1 7  - Зависимость нормализованного времени задержки элемента от температуры 

окружющей среды при Ucc=5,0 В и нагрузке на два элемента 
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Приложение А 

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ 

Термины 
Буквенные 

Определение 
обозначения 

Импульсный ток =CCљ Значение тока, потребляемого 

потребления интеральной микросхемой от 

источника питания, в течение 

времени, равного воздействию 

ВВФ с характеристикой И2 
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Приложеине Б 

(обOзательное) 

НастоOщее приложение к АЕЯР.43 1260. 159 ТУ содержит уточнения ТУ при 

поставке микросхем в бескорпусном исполнении на общеP пластине (далее микросхемы) в 

соответствии с Р Д 1 1  0723 . 

1 Тип БМК приведен в таблице Б. 1 .  

2 Типы (типономиналы) поставлOемых микросхем указаны в таблице Б.2. 

Классификационные параметры микросхем Б5503ХМ1-4 в составе ГС соответствуют 

классиф икационным параметрам микросхем Н5503ХМ1,  5503ХМ1У. 

3 Условное обозначение микросхем при заказе и в конструкторскоP документации: 

Микросхема Б5503Xө 1 -4-ӪN1)  АЕЯР.43 1260. 159 ТУ, РД 1 1  0723, карта закза ХХХ2ӝ. 

4 ОбщиP вид, габаритные, установочные и присоединительные размеры микросхем, 

а также участки контактных площадок, к которым допускаетсO производить паPку и сварку, 

указаны на чертежах, перечисленных в таблице 1 а. 

5 Описание внешнего вида микросхем ЩИ0.734.029 Д2 прилагаетсO к ТУ. 

б Электрические параметры микросхем при приемке и поставке соответствуют 

нормам, приведеиным в таблице 2 настоOщего ПриложениO. Нормы электрических 

параметров микросхем Б5503ХМ1 -4 соответствуют нормам электрических параметров 

микросхем Н5503ХМ1 ,  5503ХМ1У при нормальноP температуре окружающеP среды. 

7 Режимы измерениO электрических параметров микросхем в нормальных 

климатических условиOх приведены в таблице 4 ТУ и в карте заказа. 

' >  NNN - номер зашивки. 
2) ХХХ - буквенно-цифровое обозначение карты заказа. 
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Инв. N2 подл Подпись и дата Взаим. инв. N2 Инв. N2 дубл. Подпись и дата 

,� � ), , _  
:: 
w 
:: � = Т а б л и ц а  Б . l ) ., 

� 
о Классификационные параметры в нормальных климатических условиях 
о 
: 

< 

(буквенное обозначение, единица измерения) :: 
) 

Основное = ., " Условное функцио- nаксимальная Выходное Выходное Среднее время 
:1 обозначение нальное частота срабатывания 

nощность потреб-
о напряжение напряжение задержки на вентиль, 
о микросхемы ления на вентиль, 
� название (измеряе ся в цепочке триггера D-типа в = высокого низкого ) 

Рее, мкВт, " 
уровня U , уровня UoL, вентилей), счетном режиме, 

:l В, не менее В, не более to, не fc x, nГц 
не более 

� " 
Б5503Хn1-4 

Базовый 
4,0 0,4 2,0 5 0  0,25 

матричный 

кристалл 

(БnК) 

> 
j Продолжение таблицы 1 � = 
� 

Условное обозначение Обозначение Обозначение габаритного Количество вентилей в Код ОКП w . N � микросхемы электрической схемы чертежа (чертежа БnК (количество ? . l кристалла) элементов) .; 
., 
< Б5503Хn1-4 ГАВЛm43 12о0.0 1 8  Э l  Г АВЛm43 1 2о0.0 1 8  ГЧ 3258 ( 1473о) -

Примечание - Классификационные параметры приведены для базовой тестовой микросхемы Б5503Хn1 -4-ООО 

� r� w � ., 



Инв. N2 подл Подпись и дата Взаим. инв. N2 Инв. N2 дубл. Подпись и дата 

�fz � ? J.� , 
:: 
w 
:: 

� Таблица Б.2 
: 
) 
, 

� Условное Обозначение Обозначение Номер магнитного Обозначение Испыта- Код ОКП 
о 
о 

обозначение габаритного : схемы электри- карты заказа носителя тельная < 
' :: 

n 
: микросхемы ческой чертежа (чертежа группа , 
' 

:] кристалла) типов 
о 
о 
:1 
: 
) 
.. 

� 
� 
' 

> Схемы электрические высылаются потребителям по специальному запросу. 
j 
� 
l 
� � 
.. N � 
� 
.. . С 
3 
< 

\ 1 � 
. � 

, 



Таблица 2 

Наименование параметра, Буквенное Норма Пр им е-

единица измерения, обозначение не не чание 

режим измерения менее более 

Выходное нпряжение низкого 

уровня, В 
UOL 0,4 

при lOL = 4,0 мА 

Выходное напряжение 

высокого уровня, В 
Uон 4,0 

при Iон= 2,0 мА 

Ток потребления, =cc, мА Icc 0, 1 5  

Входные токи утечки низкого lLIL, 0,3 

и высокого ровней на входе, lLIН 
м кА 

. 

Выходной ток низкого и lOZL, 0,3 

высокого уровней в состоянии 
Iozн 

s "Выключено", мкА ; :( 
: 
Q 

Время здержки на вентиль, не 2,0 ) tD : :: 
§ � Входная емкость, пФ CI 5 

i Емкость вход/выхода, пФ Cvo 5 
0 

� 
� 
� = 
:: 

� 
� = : 

� 
' \ 

�· 
s 

S 
; � 
:( � 
: 

� Q 
) � : :: 

�� 
:( о � N� 
= : : 
§ � :: Лист 
� ЕЯР.431260.159 ТУ � � 65 = з м Лист '2 доумента Подпись Дата :: 




	100
	~OTDO5SI001F

